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【研究背景】 

 Sr2VO4はK2NiF4型と斜方晶の二つの結晶構造を取

る。斜方晶Sr2VO4は非等価な二種類の V4+がダイマー

を組み，低温でスピンシングレットを形成するため、

磁化率は 60K付近をピークとするスピンギャップの

振る舞いをする[1] [2]。また，VサイトにNbを数%

ドープすることによって室温での電気抵抗率が劇的

に減少することが報告されている。これらの現象の

再現性を確かめるために、Sr2VO4と Nb をドープし

た試料の単結晶を作製し，物性測定をおこなった。 

 

【実験内容】 

 FZ 法により Ar+H27% 雰囲気下において

Sr2V1−xNbxO4(x=0,0.05)の単結晶を作製した。その後，

粉末 X 線回折によって試料を同定した後，背面 Laue

法によって結晶軸を決定した。この単結晶について、

磁化測定，電気抵抗測定，熱伝導率測定を行った。 

 

【結果と考察】 

 Sr2VO4とSr2V0.95Nb0.05O4の磁化率の温度依存性を

図 1に示す。Nbドープに伴い，キュリー成分が増加

している。これは 4d軌道を持つNbドープにより，

ダイマー間の相互作用が弱まり，スピンシングレッ

トを形成しなくなるためであると考えられる[3]。 

 Sr2V0.95Nb0.05O4の電気抵抗率の温度依存性を図 2

に示す。ノンドープの試料の電気抵抗率が室温では

107cmΩ 程度であることと比較して， 5 桁ほど減少

している。これは空間的に大きく広がる Nb の 4d 軌

道が V の 3d軌道と混成するためと考えられる[3]。 

Sr2VO4とSr2V0.95Nb0.05O4の熱伝導率の温度依存性

を図 3 に示す。ノンドープの試料の熱伝導率は 50K

付近にピークをもち，これは通常物質におけるフォ

ノン熱伝導の振舞である。一方、Nb をドープした試

料では温度によらず 1W/mK 以下の小さな値をとる。

これは Nb ドーピングにより V の軌道が乱れて、そ

れがフォノンを散乱するためと考えられる。 

 

【参考文献】 

[1]W.Gong et al.,J Solid State Chem. 95,213(1991) 

[2]J.Deisenhofer et al.,Phys. Rev. B 86,214417 (2012) 

[3]K.funahashi et al.,Phys. Rev. B. 98,184422 (2018) 

 
図 1  Sr2VO4とSr2V0.95Nb0.05O4の磁化率の 

温度依存性 

 

 
図 2  Sr2V0.95Nb0.05O4の電気抵抗率の温度依存性 

 

 
図 3 Sr2VO4とSr2V0.95Nb0.05O4の熱伝導率の 

温度依存性 
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